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Obr. 3.40 Usporadani bolometrického detektoru

Na obr. 3.40 je odporova vrstva tvorena kysliénikem vanadu. Germaniové okénko ma funkci
filtru, ktery propousti jen vlnové délky krat§i nez 7,5 um. detektor je tudiz vhodny pro dlouhovinou
oblast infracerveného zafeni. Vyhodou tohoto detektoru je to, Ze neni zavisly na vinové délce. Tepelna
stabilizace vyuziva Peltierova jevu a teplota je blizka teplotd okoli. Casova konstanta se pohybuje

kolem 12 ms.

Pyroelektrické detektory zafeni jsou zaloZeny na pyroelektrickém jevu, tj. zméné spontanni
polarizace Py pfi zméné teploty, viz. obr. 3.41, vlastni provedeni pak zobrazuje obr. 3.42.
Pyroelektricky jev se vyskytuje u pyroelektrik s trvalou polarizaci nebo u nékterych feroelektrik, u
nichz se orientace domén vytvofii silnym elektrickym polem. Pouzivané materidly jsou uvedeny v tab.
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Obr. 3.41 Zavislost spontanni polarizace Obr. 3.42 Pyroelektricky detektor
na teplote
Tab. 3.9 Pyroelektrické koeficienty
Material LiTaO, BaTiO, TGS PZT PVDF PbTiO;
Pyroelektricky
koeficient p 2.10™ 4,0.10* 3,5.10" 4,2.10" 0,4.10™ 2,3.10"
(C.m>K™
Poznamka:

TGS  triglycin sulfat
PZT  piezokeramicky material na bazi titanicitanu a zirkonicitanu olovnatého

PVDF polyvinylfluorid

3.8.2.2 Kbvantové detektory
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